HOCHSTROM-MOSFET-RELAIS (

Das  EPR311A066107EZ  MOSFET  Relais

des Herstellers Excel Cell (ECE) wurde speziell fir
Hochstromanwendungen  (kontinuierlich: 2,5A, Spitze: 4A)
konzipiert, die h&ufig in industriellen Anlagen zu finden sind. Die
MOSFET-Relais sind ein mdglicher Ersatz fiir einpolige, normal
offene (Form TA) elektromechanische Relais.
Die EPR311A066107EZ besteht aus einer GaAs Infrarot-
Leuchtdiode (LED) im Eingangsbereich, die optisch mit einer
Hochspannungs-Detektorschaltung gekoppelt ist. Der Detektor
bestent aus einem Hochgeschwindigkeitsdiodenarray und einem
Steuerschaltkreis zum  Ein-/Ausschalten von zwei diskreten
Hochspannungs-MOSFETs. Das Relais schaltet sich (Kontakt
schlieBt) mit einem minimalen Eingangsstrom von 10 mA durch
die Eingangs-LED ein. Das Relais schaltet sich (Kontakt ¢ffnet)
mit einer Eingangsspannung von 1,5V oder weniger wieder aus.
Eine Verbindung von PIN 4 zu PIN 6 ermdglicht es dem Relais
entweder AC- oder DC-Lasten zu schalten.

SCHALTPLAN
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Eine Verbindung von PIN 5 zu PIN 4, mit den Vorteilen eines
geringeren Widerstands im eingeschalteten Zustand und
einem erhohten Ausgangsstrom, erméglicht es dem Relais nur
AC-Lasten zu schalten. Die elekirischen Eigenschaften und
Schalteigenschaften sind flir einen Temperaturbereich von -40°C
bis + 85°C spezifiziert. Wie bei allen MOSFET-Relais erzeugt der
Typ EPR311A066107EZ keine elektromagnetischen Stérungen,
ist sehr zuverlassig, hat keine beweglichen Teile, bietet einen
niedrigen Durchlasswiderstand, eine hohe Isolationsspannung
und ist wellenlttbar,

Das Produkt st ideal flir den Einsatz in Prifgeraten,
Sicherheitssystemen, BMS (Batteriemanagementsystemen), loT
(Internet der Dinge; engl. Internet on Things), medizinischen
Gerdten, IP-Kameras und Industriesteuerungen.

EIGENSCHAFTEN

» Keine Erzeugung von EMI/RFI

» Hohe Zuverldssigkeit

» Keine beweglichen Teile

»  Geringe Antriebsleistung erforderlich (TTL/CMOS kompatibel)
» Geringer On-Widerstand

» Hohe Isolationsspannung

» Lichtbogenfrei ohne Ddmpfungsschaltung

»  Wellenldtbar

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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EINGANG
Durchlassspannung V; [V], |.=10mA 1.0 1.5
Rickwartsstrom |, [uA], V=5V 10
Steuerstrom I, [MA] 10 50
AUSGANG
Lastspannung (AC Spitze od. DC) VL V], [,=100pA 60
Kontin. Nennlaststrom | [mA], =10 mA, DIP/SMD 2500
Spitzenstrom |, ..., [MA], 10 ms, DIP/SMD 4000
On-Widerstand R, [Q], L.=10mA, | =1A, 10 ms 0.1 0.2
Off-Leckstrom | [UA], =0 mA, V=50V 1
Einschaltzeit TON [ms], IF:1O mA, IL:W A 5
Ausschaltzeit T .. [ms], |.=10mA, | =1A 0.05 2
EINGANG/AUSGANG
|/0-Kapazitdt G, [pF], f=1 MHz 1
/0-Isol.spannung V, [V, ], RH<60 %, Tmin., DIP/SMD | 2500
170 Isol. widerstand R, [G QJ, 500V, Verzog. 28 5
Betriebstemperatur T , [°C] -40 +85
Lagertemperatur T [°C] -40 +100

Fiir weitere Informationen ist zusténdig: Hr. Kiraly - Tel. +49(0)7452 6007-63 - e-mail: m.kiraly@endrich.com



